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Descriere:
Invenţia se referă la tehnologia semiconductorilor şi poate fi utilizată la obţinerea heterojoncţiunilor p+InP-pInP/CdS şi p+GaAs-

pGaAs/CdS pentru celule solare şi fotodiode.
Este cunoscut procedeul de preparare a heterojoncţiunilor p+InP-pInP/CdS pentru celule solare, care constă în aceea că pe

structura p+InP-pInP, în volum izolat, în flux de hidrogen sunt crescute straturi subţiri n-CdS [1].
Neajunsul acestui procedeu este productivitatea mică şi consumul mare de material la tăierea structurilor p+InP-pInP, în

dependenţă de configuraţia casetei.
Cel mai apropiat analog de soluţia tehnică prezentată este procedeul de preparare a celulelor solare CdS/InP prin depunerea prin

reacţie chimică a straturilor CdS [2].
Conform celui mai apropiat analog procesul de preparare a heterojoncţiunilor constă în următoarele. Creşterea structurilor p+InP-

pInP sau p+GaAs-pGaAs în sistem de cloruri cu transport de gaze, decaparea chimică, plasarea structurilor în reactor pentru creşterea
straturilor CdS, purjarea reactorului cu hidrogen, încălzirea cuptorului până la temperaturile sursei şi a structurilor respectiv de
800°C şi 680°C, creşterea straturilor CdS.

Cu toate acestea, heterojoncţiunile preparate după procedeul cunoscut au parametrii electrofizici relativ reduşi, datorită formării
în procesul de creştere a unei joncţiuni p-n lente.

Această sarcină de creştere a productivităţii şi calităţii parametrilor electrofizici ai celulelor solare poate fi realizată cu ajutorul
procedeului propus de preparare a heterojoncţiunilor InP/CdS şi GaAs/CdS, care include creşterea structurilor p+InP-pInP şi p+GaAs-
pGaAs în sistem de cloruri cu transport de gaze, decaparea chimică, plasarea structurilor în reactor, purjarea reactorului cu hidrogen,
încălzirea cuptorului electric, creşterea stratului CdS. Procesul de creştere a stratului CdS se efectuează după amplasarea reactorului
în cuptor şi stabilizarea temperaturilor, după aceasta reactorul este scos din cuptor. Totodată, în timpul creşterii debitele fluxului de
hidrogen în zona sursei şi în zona de creştere sunt respectiv de 150 cm3/min şi 220...240 cm3/min, iar în timpul stabilizării
temperaturii şi în timpul răcirii respectiv de 20...30 cm3/min şi 1000 cm3/min.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea productivităţii procesului şi calităţii parametrilor electrofizici ai
heterojoncţiunilor pentru celule solare.

Cercetarea parametrilor electrofizici ai heterojoncţiunilor a demonstrat că aceşti parametri depind de condiţiile tehnologice la
începutul şi sfârşitul procesului de creştere şi de durata aflării la temperaturi înalte. Dacă structura p+InP-pInP sau p+GaAs-pGaAs se
află în zona termică în timpul ridicării şi stabilizării temperaturii, atunci creşterea stratului CdS începe pe suprafaţa din care se
evaporă componenta cu presiunea parţială a vaporilor mai mare, adică P sau As. În afară de aceasta, până la stabilizarea temperaturii
de creştere, se evaporă, de asemenea, din zona sursei şi se transportă în zona de creştere componenta mai volatilă a sulfurii de
cadmiu.

Aceste procese nedorite, precum şi difuzia reciprocă a componentelor heterojoncţiunii în timpul creşterii stratului CdS conduc la
înrăutăţirea, lărgirea joncţiunii p-n şi reducerea valorilor parametrilor electrofizici ai celulelor solare. Pentru excluderea acestor
fenomene nedorite, reactorul se amplasează în cuptor după stabilirea temperaturilor de creştere în zona sursei şi în zona de creştere
respectiv de 800°C şi 680°C şi se efectuează creşterea stratului CdS o anumită durată de timp, în dependenţă de grosimea necesară.
După creşterea stratului CdS reactorul este scos din cuptor şi are loc o răcire rapidă. În timpul stabilizării temperaturilor şi în timpul
răcirii debitul fluxului deasupra sursei CdS se reduce la minimum, iar deasupra straturilor se măreşte.

Folosirea în procedeul propus a schemei: "plasarea structurilor în reactor - purjarea reactorului cu hidrogen şi concomitent
stabilizarea temperaturilor - amplasarea reactorului în cuptor - creşterea stratului CdS - scoaterea reactorului din cuptor" contribuie la
îmbunătăţirea parametrilor electrofizici ai heterojoncţiunilor.

Exemplu. Creşterea structurilor p+InP-pInP şi p+GaAs-pGaAs se efectuează în sistem de cloruri cu transport de gaze. Înainte de
creşterea stratului CdS structurile sunt supuse decapării chimice pentru împrospătare. Apoi structurile sunt plasate în reactor şi se
efectuează purjarea cu hidrogen cu un debit total D =1000 cm3/min timp de o oră, concomitent se conectează cuptorul electric şi se
stabilesc temperaturile în zona sursei şi în zona de creştere respectiv de 800°C şi 680°C, se stabilesc fluxurile de hidrogen de 20...30
cm3/min în zona sursei şi 1000 cm3/min în zona de creştere, apoi se amplasează reactorul în cuptor şi după stabilizarea în decursul a
2...3 min a temperaturilor necesare se măreşte fluxul de hidrogen în zona sursei până la 150 cm3/min, iar în zona de creştere se
stabileşte 220 cm3/min, se efectuează procesul de creştere a stratului CdS de grosimea necesară, se stabileşte fluxul iniţial de
hidrogen în zona sursei şi în zona creşterii şi se scoate reactorul din cuptor, se răceşte reactorul şi se stopează procesul.

Depunerea electrozilor de contact pentru cercetarea parametrilor electrofizici se efectuează prin procedeul evaporării în vid a
aliajului Ag +2%Zn pentru p+InP şi p+GaAs şi In pentru CdS cu tratare termică ulterioară.

Aprecierea calităţii heterojoncţiunilor, efectuată prin măsurarea parametrilor electrofizici, a demonstrat că celulele solare obţinute
prin procedeul propus au un randament de 16...17%, iar cele obţinute prin procedeul celui mai apropiat analog au randamentul de
14...15%.

Folosirea procedeului propus pentru creşterea stratului CdS pe structurile p+InP-pInP sau p+GaAs-pGaAs asigură reducerea de
două ori a duratei procesului, micşorarea de 1,5 ori a consumului de hidrogen şi mărirea de 10 ori a productivităţii în comparaţie cu
procedeul de obţinere a acestor heterojoncţiuni în volum izolat în care se obţin structuri cu aceiaşi parametri energetici.

Procedeul propus de preparare a heterojoncţiunilor pentru celule solare este accesibil, uşor dirijabil şi poate fi reprodus pentru
utilajul modern în condiţii industriale.


